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論文概要  

 オンボード光インターコネクションへの応用展開

が期待されるマルチモードポリマー光導波路の作製方

法として，我々は，「Mosquito 法」と呼ばれる独自の

導波路作製方法を提案している．Mosquito 法は，従来

の方法と異なり，基板に水平な面内だけでなく，鉛直

方向にも自在にコアの配線パターンを形成できるとい

う利点を有している．特に，基板面に対して鉛直方向

に複数コアを並列して配列させた多段導波路も，複数

回の硬化や現像工程などを必要とせず，簡便な工程で

形成可能であり，導波路の更なる高密度化が期待でき

る．しかしながら，この多段導波路を 150 m ピッチ

で試作した所，意図しない甚大なチャネル間クロスト

ークが生じることが観測された．これは，導波路の高

密度化を妨げる重大な問題となる．  

 本研究では，この多段導波路のクロストーク増大要

因が，Mosquito 法によって作製した導波路端面にて観

察されるコア直下の暗線 (Fig. 1)にあることを発見し

た．この暗線は紫外線によって導波路材料を硬化させ

る過程で生じることが分かったため，この暗線を紫外

線露光跡と名付け，露光跡の除去に伴う多段導波路の

低クロストーク化を試みた．  

 

Fig. 1 Mosquito 法によって作製した導波路端面  

 

 ビーム伝搬法によって紫外線露光過程をシミュレー

ションしたところ，紫外線露光跡は，高屈折率を有す

る円形のコアが，レンズのように紫外線を集光したた

めに生じていることが分かった．即ち，導波路を硬化

させる際に，照射する紫外線の強度がクラッド内で同

一ではない場合，紫外線露光跡が形成されてしまうと

考えられる．  

この結果を踏まえ，導波路を Fig. 2(a)のようなリン

グ型 UV 照射器を用いて露光した．この照射器は，円

周上に同一の LED 素子が等間隔で配列されている為，

この中心に硬化前の導波路を入れて露光すれば，導波

路は全角度から，完全に同一の角度で露光されること

が期待される．Fig. 2(b)が露光後の導波路端面であり，

実際に導波路端面にて露光跡は消滅していることが分

かった．  

     

Fig. 2 (a)リング型 UV 照射器概略図  (b)導波路端面  

 

 実際に，上方から通常通り露光した 150 m ピッ

チの 5 段導波路と，リング型 UV 照射器を用いて露光

跡を形成しないよう露光した 5 段導波路のチャネル間

クロストークを比較した．その結果が Fig. 3 である．  

 

Fig. 3 露光跡の有無によるチャネル間クロストーク  

 

 上方から露光した場合と比較して，露光跡の無い

多段導波路では隣接コアへのチャネル間クロストーク

は見られず，高密度配線に足る -30 dB 未満の値を示し

た．つまり，Mosquito 法によって作製された多段導波

路を，150 m ピッチという条件下で低クロストーク化

することに成功したと言える．この結果は，オンボー

ド光インターコネクションの更なる高密度化に有用な

結果であると言える．
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